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Optische Eigenschaften und Punktdefekthaushalt in einkristallinen Substraten aus
Aluminiumnitrid.
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Halbleiterlichtquellen im ultravioletten Spektralbereich besitzen eine Vielzahl von ¢konomisch inte-
ressanten und technisch wichtigen Anwendungsmdglichkeiten, z.B. UV-Leuchtdioden zur Wasser-
Desinfektion und UV-Laser zum Abtasten neuer hochdichter optischer Speichermedien (Nachfolge
der Blu-Ray Disc). Als Substratmaterial fiir die hier verwendeten AIGaN- und AllnGaN-
Epitaxieschichten ware einkristallines Aluminiumnitrid (AIN) am besten geeignet, es ist aber bis heute
kommerziell nicht verfiigbar. Die hohen technologischen Herausforderungen bei der Ziichtung von
AIN-Einkristallen konnten nun zum Teil gel6st und Kristalle mit einem Durchmesser von tber 30 mm
hergestellt werden (siehe Vortrag von B. M. Epelbaum). Doch trotz der hohen Bandliicke von 6.2 eV
sowie einer hohen Reinheit und strukturellen Qualitat der Einkristalle weist das Substratmaterial Ab-
sorptions- und Emissionsbanden im sichtbaren und ultravioletten Wellenldngenbereich auf (Abb. 1).
Uber die Natur der zugrundeliegenden optischen Ubergénge wurde lange spekuliert. In diesem Beitrag
wird unter Auswertung der Absorptions- und Lumineszenzspektren verschiedener AIN-Proben und
unter Einbeziehung von chemischen Analysen, Positronen-Annihilationsspektroskopie und
Elektronenspinresonanz ein konsistentes Modell zur Natur der optischen Ubergange in der Bandliicke
von AIN und der ihnen zugrundeliegenden tiefen Stdrstellen hergeleitet (Abb. 2). Aus diesen Ergeb-
nissen werden schliellich Aussagen lber den Einbau und die Konzentration von Storstellen und Ei-
gendefekten auf verschiedenen Facettenflachen der AIN-Kristalle abgeleitet, die Hinweise fir eine
weitere Optimierung der AIN-Kristallziichtung im Hinblick auf UV-transparente Substrate geben kdn-
nen.
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Abb. 1: Optische Absorption verschiedener AIN- Abb. 2: Schema der Storstellen und beobach-

Proben (freistehende AIN-Kristalle, AIN-Substrate).  teten optischen Ubergénge in AIN.




